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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査電極とデータ電極とがマトリクス状に配置され、走査電極とデータ電極とによって
有機ＥＬ素子が挟持された有機ＥＬパネルを用い、選択された走査電極に選択電圧を印加
し、選択されていない走査電極に非選択電圧を印加し、発光させるべき画素が存在するデ
ータ電極にデータ電極ドライバから定電流を流す有機ＥＬ表示装置の駆動装置において、
　前記有機ＥＬパネルの周囲温度を検出する温度検出手段と、
　前記データ電極ドライバに供給される電源電圧を作成する第１の電源回路と、
　前記非選択電圧を作成する第２の電源回路と、
　前記第１の電源回路と前記第２の電源回路のそれぞれに対して、前記温度検出手段が検
出した温度に応じた電圧を出力することを指示する制御データを出力する制御部とを備え
、
　前記第１の電源回路は、出力端子と接地電位との間に設置された第１のディジタル可変
抵抗素子と抵抗値固定の第１の抵抗素子と、前記第１の抵抗素子の印加電圧をフィードバ
ック電圧として前記第１のディジタル可変抵抗素子の抵抗値に応じた電圧を作成する第１
のレギュレータ回路とを含み、
　前記第２の電源回路は、出力端子と接地電位との間に設置された第２のディジタル可変
抵抗素子と抵抗値固定の第２の抵抗素子と、前記第２の抵抗素子の印加電圧をフィードバ
ック電圧として前記第２のディジタル可変抵抗素子の抵抗値に応じた電圧を作成する第２
のレギュレータ回路とを含み、
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　前記制御部は、前記第１のディジタル可変抵抗素子と前記第２のディジタル可変抵抗素
子のそれぞれの抵抗値を設定するための制御データを出力する
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の駆動装置。
【請求項２】
　制御部は、
　有機ＥＬパネルの周囲温度に応じて第１のディジタル可変抵抗素子が設定されるべき抵
抗値を示す制御データが、各々の温度毎に設定された第１のテーブルと、
　前記有機ＥＬパネルの周囲温度に応じて第２のディジタル可変抵抗素子が設定されるべ
き抵抗値を示す制御データが、各々の温度毎に設定された第２のテーブルとを含み、
　温度検出手段が検出した温度に応じた制御データを、前記第１のテーブルと前記第２の
テーブルとから読み出し、読み出した各々の制御データを前記第１の電源回路と前記第２
の電源回路とのそれぞれに対して出力する
　請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置の駆動装置。
【請求項３】
　－１０～＋２０℃の範囲内で設定される第１の境界と＋４０～＋７０℃の範囲内で設定
される第２の境界とによって、有機ＥＬパネルの周囲温度の全温度域が、中温域よりも低
い温度域である低温域と、中温域と、中温域よりも高い温度域である高温域とに区分され
、
　第１のテーブルには、第１の電源回路が、有機ＥＬパネルの周囲温度が前記中温域にあ
るときには、電圧値が前記有機ＥＬ素子の駆動電圧に対して所定の電源余裕値以上高く、
かつ、前記周囲温度の変化に伴う駆動電圧の変動に応じて電圧値を変化させた電源電圧を
作成し、前記有機ＥＬパネルの周囲温度が前記高温域にあるときには、前記中温域におけ
る電源電圧と駆動電圧との差よりも当該差を小さくし、かつ、前記中温域における前記周
囲温度の変化に伴う電源電圧の変化の度合に比べて高い度合で変化させた電源電圧を作成
するように、第１のディジタル可変抵抗素子が設定されるべき抵抗値を示す制御データが
、各々の温度毎に設定され、
　第２のテーブルには、前記周囲温度の変化に伴う駆動電圧の変動に応じて変化する非選
択電圧を第２の電源回路が作成するように、第２のディジタル可変抵抗素子が設定される
べき抵抗値を示す制御データが、各々の温度毎に設定されている
　請求項２に記載の有機ＥＬ表示装置の駆動装置。
【請求項４】
　第１のテーブルには、第１の電源回路が、有機ＥＬパネルの周囲温度が中温域よりも低
い温度域である低温域にあるときには、データ電極ドライバに供給される電源電圧の電圧
値を周囲温度の低下に伴って漸増させ、電源電圧の電圧値が前記データ電極ドライバの耐
圧以下の所定値に達したらそれ以上増加させないように、第１のディジタル可変抵抗素子
が設定されるべき抵抗値を示す制御データが、各々の温度毎に設定されている
　請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置の駆動装置。
【請求項５】
　走査電極とデータ電極とがマトリクス状に配置され、走査電極とデータ電極とによって
有機ＥＬ素子が挟持された有機ＥＬパネルを用い、選択された走査電極に選択電圧を印加
し、選択されていない走査電極に非選択電圧を印加し、発光させるべき画素が存在するデ
ータ電極にデータ電極ドライバから定電流を流す有機ＥＬ表示装置の駆動装置において、
　前記有機ＥＬパネルの周囲温度を検出する温度検出手段と、
　前記データ電極ドライバに供給される電源電圧を作成する第１の電源回路と、
　前記非選択電圧を作成する第２の電源回路と、
　前記第１の電源回路と前記第２の電源回路のそれぞれに対して、前記温度検出手段が検
出した温度に応じた電圧を出力することを指示する制御データを出力する制御部とを備え
、
　－１０～＋２０℃の範囲内で設定される第１の境界と＋４０～＋７０℃の範囲内で設定
される第２の境界とによって、前記有機ＥＬパネルの周囲温度の全温度域が、中温域より
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も低い温度域である低温域と、中温域と、中温域よりも高い温度域である高温域とに区分
され、
　前記第１の電源回路は、前記有機ＥＬパネルの周囲温度が前記低温域にあるときには、
前記データ電極ドライバに供給される電源電圧の電圧値を周囲温度の低下に伴って漸増さ
せ、前記データ電極ドライバの耐圧以下の所定値に達したら電圧値を増加させない
　ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置の駆動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス発光素子（以下、有機ＥＬ素子という。）を
用いた有機ＥＬ表示装置を駆動する駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マトリクス電極の各画素部に有機ＥＬ素子をそれぞれ配置した構造の有機ＥＬパネルを
用いた有機ＥＬ表示装置が実現されている。有機ＥＬパネルは、例えば、ガラス基板等の
基板上に、陽極に接続されるかまたは陽極そのものを形成するＩＴＯ等の透明導電膜を用
いた複数の陽極配線（以下、陽極電極という。）が配置され、それに直交する方向に、陰
極に接続するかまたは陰極そのものを形成する金属を用いた複数の陰極配線（以下、陰極
電極という。）が配置される。陽極電極と陰極電極の交点が画素となり、両電極間に有機
薄膜（有機ＥＬ素子）が挟持される。このように、基板上に、有機ＥＬ素子によって構成
された画素がマトリクス状に平面配置される。
【０００３】
　有機ＥＬ素子は、半導体発光ダイオードに似た特性を有している。すなわち、陽極側を
高電圧側とし、所定の電圧を両電極間に印加して有機ＥＬ素子に電流を供給すると発光す
る。具体的には、陽極側の電位と陰極側の電位との差が発光開始電圧以上になると、有機
ＥＬ素子に電流が流れ始める。逆に、陰極側を高電位にした場合には電流がほとんど流れ
ず発光しない。そのため、有機ＥＬ素子は、有機ＬＥＤと呼ばれることもある。
【０００４】
　有機ＥＬパネルを単純マトリクス駆動法で駆動することができる。駆動を行う際に、有
機ＥＬパネルの陽極電極および陰極電極を、走査電極またはデータ電極のいずれにも設定
できる。つまり、陽極電極を走査電極とし、陰極電極をデータ電極とするか、または陽極
電極をデータ電極、陰極電極を走査電極として使用できる。以下、陰極電極を走査電極と
し、陽極電極をデータ電極とする場合を例にする。従って、陰極電極を走査電極といい、
陽極電極をデータ電極という。
【０００５】
　有機ＥＬパネルを単純マトリクス駆動法で駆動する場合に、定電圧回路が備えられた走
査電極ドライバを走査電極に接続し、走査電極に対して定電圧性の駆動を行う。そして、
走査電極のうちの１本を選択電圧が印加されている選択状態、残りを選択電圧が印加され
ていない非選択状態として、走査電極を順次走査する。一般的に、走査電極の一方の端か
ら他方の端に対して選択期間毎に１つの走査電極に対して順次に選択電圧を印加する走査
を行い、一定の期間の間にすべての走査電極を走査し、所定の駆動電圧を画素に印加する
。
【０００６】
　また、定電流回路（定電流源）が備えられたデータ電極ドライバに、データ電極を接続
する。選択した走査電極の表示パターンに対応する表示データを、走査に同期してすべて
のデータ電極に供給する。定電流回路からデータ電極に供給された電流パルスは、選択し
た走査電極とデータ電極との交点に位置する有機ＥＬ素子を通して、選択されている走査
電極に流れる。
【０００７】
　有機ＥＬ素子による画素は、その画素が接続された走査電極が選択されていて、かつデ
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ータ電極から電流が供給されている期間だけ発光する。データ電極から電流の供給が止ま
ると発光も停止する。このようにして、データ電極と走査電極との間に挟持された有機Ｅ
Ｌ素子に対して電流を供給し、すべての走査電極の走査を順次繰り返す。そして、所望の
表示パターンに応じて表示画面全体の画素の発光・非発光を制御する。
【０００８】
　走査電極ドライバは、選択した走査電極の電位を、選択していない走査電極の電位より
も低く設定する。選択した走査電極の電位を選択電圧ＶＣＯＭＬ、選択していない走査電
極の電位を非選択電圧ＶＣＯＭＨとする。選択電圧ＶＣＯＭＬとして接地電位（グラウン
ド電位）が用いられることが多い。データ電極ドライバは、選択行において発光させるべ
き画素がないデータ電極を所定の電位（以下、ＶＣＬとする。）に設定する。ここで、電
位ＶＣＬと選択電圧ＶＣＯＭＬとの差（ＶＣＬ－ＶＣＯＭＬ）が発光開始電圧より小さく
なるように電位ＶＣＬを定める。電位ＶＣＬは接地電位とされることが多い。また、デー
タ電極ドライバは、選択行において発光させるべき画素が存在するデータ電極の電位も設
定し、そのデータ電極から選択された走査電極に電流を流す。このデータ電極の電位は、
定電流を流すように設定される。ただし、データ電極の電位を、定電流回路の電源電圧Ｖ

ＳＥＧよりも高くすることはできない。なお、走査電極に対して平行に配列した方向の画
素の並びを「行」といい、データ電極に対して平行に配列した画素の並びを「列」という
。
【０００９】
　有機ＥＬ素子は、高温になるほど発光開始電圧が低下する温度特性を有する。そこで、
高温下では電源電圧ＶＳＥＧを下げることによって、データ電極ドライバにおける消費電
力を低減させるような温度補償が行われることがある（例えば、特許文献１参照。）。
【００１０】
　図９は、特許文献１に記載された従来の有機ＥＬ表示装置の駆動装置を示すブロック図
である。図９に示す構成では、有機ＥＬパネル１０１において、複数のデータ電極１１０
と複数の走査電極１１１とが直交するように配置されている。なお、有機ＥＬ素子は、ダ
イオードとして示されている。走査電極ドライバ１０２は、第２の温度補償回路１０６が
生成する逆バイアス電圧（非選択電圧）ＶＣＯＭＨと選択電圧ＶＣＯＭＬとしての接地電
位とのうちのいずれかを走査電極１１１に印加する走査スイッチを、それぞれの走査電極
１１１毎に備えている。
【００１１】
　データ電極ドライバ１０３は、電源回路１０５ｂから電源電圧ＶＳＥＧを導入し、それ
ぞれのデータ電極１１０に定電流を供給する定電流回路と、定電流回路からの電流をデー
タ電極１１０に供給する状態と供給しない状態とのうちのいずれかの状態にする駆動スイ
ッチとを、それぞれのデータ電極１１０毎に備えている。制御部１０４は、複数の走査電
極１１１に選択電圧ＶＣＯＭＬが順次印加されるように走査電極ドライバ１０２を制御し
、選択電圧ＶＣＯＭＬが印加されている走査電極１１１に相当する行の画素に対応したデ
ータをデータ電極ドライバ１０３に出力する。データ電極ドライバ１０３は、入力された
データに応じて駆動スイッチの状態を設定する。
【００１２】
　電源回路１０５ｂには、サーミスタからなる温度検出手段１０５ａから、有機ＥＬ素子
の周囲温度に応じた信号が入力される。電源回路１０５ｂは、有機ＥＬ素子の周囲温度に
応じた電源電圧ＶＳＥＧを作成し、データ電極ドライバ１０３を介して有機ＥＬ素子に駆
動電圧として印加する。温度検出手段１０５ａと電源回路１０５ｂとは、第１の温度補償
回路１０５を構成する。第２の温度補償回路１０６は、電源回路１０５ｂから電源電圧Ｖ

ＳＥＧを導入し、電源電圧ＶＳＥＧの値を所定量低下させた非選択電圧ＶＣＯＭＨを作成
して走査電極ドライバ１０２に供給する。
【００１３】
　図１０は、特許文献１に記載された周囲温度と電源電圧ＶＳＥＧ（図中のＴ１に相当）
および非選択電圧ＶＣＯＭＨ（図中のＴ２に相当）との関係を示す説明図である。図１０
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において、横軸は温度（℃）を示し、縦軸は電圧（Ｖ）を示す。図１０に示すように、電
源回路１０５ｂは、温度検出手段１０５ａが検出した有機ＥＬ素子の周囲温度にもとづい
て、周囲温度が高くなるほど、電源電圧ＶＳＥＧを低下させる。また、第２の温度補償回
路１０６は、電源電圧ＶＳＥＧを所定のオフセット分ｘ（図１０の例では３Ｖ）だけ低下
させた電圧を非選択電圧ＶＣＯＭＨとする。
【００１４】
　特許文献１では、周囲温度が高くなるにつれて電源電圧ＶＳＥＧを低下させることによ
って、周囲温度が高くなったときに不必要に高い電源電圧ＶＳＥＧをデータ電極ドライバ
１０３に供給しないようにして、データ電極ドライバ１０３における消費電力が高くなら
ないようにすることができるとされている。また、周囲温度が高くなるにつれて非選択電
圧ＶＣＯＭＨを低下させることによって、周囲温度の上昇に伴う有機ＥＬ素子の発光開始
電圧の低下に起因して非選択時（走査電極１１１に非選択電圧ＶＣＯＭＨが印加されてい
るとき）に有機ＥＬ素子が発光してしまうことを防止できるとされている。
【００１５】
【特許文献１】特開２００３－１５０１１３号公報（段落００２３－００２６、図１図３
）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　データ電極ドライバ１０３は、１チップのドライバＩＣとして実現されることが多い。
その際に、ドライバＩＣが、電源回路１０５ｂや走査電極ドライバ１０２を含むこともあ
る。また、一般に、ドライバＩＣには、最大許容電圧（耐圧）や最大許容温度がある。す
ると、図１０に示すように、周囲温度に応じて、最適な電源電圧ＶＳＥＧを設定しようと
すると、－３０℃などの周囲温度が低いときには、ドライバＩＣに供給される電源電圧Ｖ

ＳＥＧがドライバＩＣの耐圧を越えてしまうおそれがある。また、＋７０℃などの周囲温
度が高いときには、ドライバＩＣ自体の発熱が加わって、ドライバＩＣの温度が最大許容
温度を越え、動作不良や破壊を引き起こすおそれがある。
【００１７】
　一般に、高輝度の有機ＥＬパネルを駆動する場合には、単色表示の有機ＥＬパネルを駆
動する場合に比べて、高い電源電圧ＶＳＥＧが求められる。よって、高輝度の有機ＥＬパ
ネルを駆動する場合には、周囲温度が低いときに電源電圧ＶＳＥＧがドライバＩＣの耐圧
を越える可能性、および周囲温度が高いときにドライバＩＣの温度が最大許容温度を越え
る可能性が高くなる。
【００１８】
　従って、特許文献１に記載されているように、有機ＥＬパネルの周囲温度の変化に応じ
て、電源電圧ＶＳＥＧを単調に変化させたのでは、ドライバＩＣが動作不良に陥ったり、
破壊してしまう可能性があるという問題がある。よって、実際に使用するドライバＩＣの
特性に応じて、有機ＥＬパネルの周囲温度の変化に伴う電源電圧ＶＳＥＧの制御を行う必
要がある。
【００１９】
　また、従来の駆動装置では、非選択電圧ＶＣＯＭＨを作成する際に、電源電圧ＶＳＥＧ

の値をシフトさせているにすぎない。非選択電圧ＶＣＯＭＨは、有機ＥＬ素子の駆動電圧
の変化に応じて変化させることが好ましい。しかし、ドライバＩＣの特性に応じて有機Ｅ
Ｌパネルの周囲温度の変化に伴う電源電圧ＶＳＥＧの制御を行う場合には、有機ＥＬパネ
ルの周囲温度の変化に応じて電源電圧ＶＳＥＧを単調に変化させないようにすることが考
えられるが、その場合、従来の駆動装置を用いると、すなわち、電源電圧ＶＳＥＧの値を
シフトさせて非選択電圧ＶＣＯＭＨを作成しようとすると、周囲温度に応じた非選択電圧
ＶＣＯＭＨの変化が駆動電圧の変化に対応しなくなるという問題が生ずる。
【００２０】
　そこで、本発明は、駆動回路や有機ＥＬパネルの特性に応じて、定電流回路に供給され
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る電源電圧を周囲温度に応じて柔軟に設定できる上に、非選択電圧を、定電流回路に供給
される電源電圧とは独立して、適切な値に設定することができる有機ＥＬ表示装置の駆動
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明による有機ＥＬ表示装置の駆動装置は、有機ＥＬパネルの周囲温度を検出する温
度検出手段と、データ電極ドライバに供給される電源電圧を作成する第１の電源回路と、
非選択電圧を作成する第２の電源回路と、第１の電源回路と第２の電源回路のそれぞれに
対して、温度検出手段が検出した温度に応じた電圧を出力することを指示する制御データ
を出力する制御部とを備え、第１の電源回路が、出力端子と接地電位との間に設置された
第１のディジタル可変抵抗素子（例えば電子ボリューム２２６）と抵抗値固定の第１の抵
抗素子（例えば抵抗２２７）と、第１の抵抗素子の印加電圧をフィードバック電圧として
第１のディジタル可変抵抗素子の抵抗値に応じた電圧を作成する第１のレギュレータ回路
（例えばスイッチングレギュレータ部２２０）とを含み、第２の電源回路が、出力端子と
接地電位との間に設置された第２のディジタル可変抵抗素子（例えば電子ボリューム１２
６）と抵抗値固定の第２の抵抗素子（例えば抵抗１２７）と、第２の抵抗素子の印加電圧
をフィードバック電圧として第２のディジタル可変抵抗素子の抵抗値に応じた電圧を作成
する第２のレギュレータ回路（例えばレギュレータ部１２０）とを含み、制御部が、第１
のディジタル可変抵抗素子と第２のディジタル可変抵抗素子のそれぞれの抵抗値を設定す
るための制御データを出力することを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の好ましい態様は、制御部が、有機ＥＬパネルの周囲温度に応じて第１の
ディジタル可変抵抗素子が設定されるべき抵抗値を示す制御データが、各々の温度毎に設
定された第１のテーブル（例えばＬＵＴ１）と、有機ＥＬパネルの周囲温度に応じて第２
のディジタル可変抵抗素子が設定されるべき抵抗値を示す制御データが、各々の温度毎に
設定された第２のテーブル（例えばＬＵＴ２）とを含み、温度検出手段が検出した温度に
応じた制御データを、第１のテーブルと第２のテーブルとから読み出し、読み出した各々
の制御データを第１の電源回路と第２の電源回路とのそれぞれに対して出力するように構
成される。
【００２４】
　第１のテーブルには、例えば、第１の電源回路が、有機ＥＬパネルの周囲温度が中温域
にあるときには、電圧値が有機ＥＬ素子の駆動電圧に対して所定の電源余裕値以上高く、
かつ、周囲温度の変化に伴う駆動電圧の変動に応じて電圧値を変化させた電源電圧を作成
し、有機ＥＬパネルの周囲温度が中温域よりも高い温度域である高温域にあるときには、
中温域における電源電圧と駆動電圧との差よりも当該差を小さくし、かつ、中温域におけ
る周囲温度の変化に伴う電源電圧の変化の度合に比べて高い度合で変化させた電源電圧を
作成するように、第１のディジタル可変抵抗素子が設定されるべき抵抗値を示す制御デー
タが、各々の温度毎に設定され、第２のテーブルには、周囲温度の変化に伴う駆動電圧の
変動に応じて変化する非選択電圧を第２の電源回路が作成するように、第２のディジタル
可変抵抗素子が設定されるべき抵抗値を示す制御データが、各々の温度毎に設定されてい
る。
【００２５】
　第１のテーブルには、第１の電源回路が、有機ＥＬパネルの周囲温度が中温域よりも低
い温度域である低温域にあるときには、データ電極ドライバに供給される電源電圧の電圧
値を周囲温度の低下に伴って漸増させ、電源電圧の電圧値がデータ電極ドライバの耐圧以
下の所定値（例えば、耐圧が２０Ｖである場合の２０Ｖまたはそれに近い値）に達したら
それ以上増加させないように、第１のディジタル可変抵抗素子が設定されるべき抵抗値を
示す制御データが、各々の温度毎に設定されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００２６】
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　本発明では、第１の電源回路と第２の電源回路のそれぞれに対して、温度検出手段が検
出した温度に応じた電圧を出力することを指示する制御データを出力する制御部を備えて
いるので、駆動回路や有機ＥＬパネルの特性に応じて、定電流回路に供給される電源電圧
を周囲温度に応じて適切に設定できる上に、非選択電圧を、定電流回路に供給される電源
電圧とは独立して、適切な値に設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図１は、有機ＥＬ表示装置の駆
動装置を、ガラス基板等の基板上に形成された有機ＥＬパネル１とともに示すブロック図
である。ここでは、有機ＥＬ表示装置は、走査電極ドライバ１１、データ電極ドライバ２
１および制御部３を含む駆動装置と、有機ＥＬパネル１とで構成されているものとする。
さらに、駆動装置には、有機ＥＬパネル１の周囲温度（以下、単に「温度」という。）を
検出するために有機ＥＬパネル１上に設置された半導体温度センサ等による温度センサ（
温度検出手段）４と、温度センサ４から出力される温度に応じたレベルを有する信号をデ
ィジタルデータである温度データに変換して制御部３に出力するＡ－Ｄ変換器５も含まれ
る。なお、温度センサ４は、有機ＥＬパネル１上に設置されるのではなく、有機ＥＬパネ
ル１の近傍に設置されてもよい。
【００２８】
　有機ＥＬパネル１は、マトリクス状に配置される複数の走査電極１０と複数のデータ電
極２０とを備える。説明を簡単にするために、ここでは、引き出し配線も走査電極１０ま
たはデータ電極２０に含める。また、各走査電極１０と各データ電極２０とは、有機ＥＬ
素子３０を挟持するように配置され、各走査電極１０と各データ電極２０との交差部分の
有機ＥＬ素子３０が画素になる。図１では一つの交差部分のみを示すが、各交差部分がそ
れぞれ画素となる。なお、走査電極１０は陰極電極であり、データ電極２０は陽極電極で
あるとする。
【００２９】
　走査電極ドライバ１１とデータ電極ドライバ２１とは、それぞれ複数の出力端子を有す
る。個々の走査電極１０は、走査電極ドライバ１１の個々の出力端子と一対一に接続され
る。同様に、個々のデータ電極２０は、データ電極ドライバ２１の個々の出力端子と一対
一に接続される。制御部３は、走査電極ドライバ１１およびデータ電極ドライバ２１を制
御するために、走査電極ドライバ１１およびデータ電極ドライバ２１に制御信号を出力す
る。データ電極ドライバ２１に出力される制御信号にはデータ信号も含まれる。
【００３０】
　データ電極ドライバ２１には、有機ＥＬパネル１の温度に応じた電源電圧ＶＳＥＧを作
成する電源回路２２（第１の電源回路）が作成した電源電圧ＶＳＥＧが印加され、図９に
示す構成と同様に、各データ電極２０に定電流を供給する定電流回路（図１において図示
せず）と、定電流回路からの電流をデータ電極２０に供給する状態と供給しない状態との
うちのいずれかの状態にする駆動スイッチ（図１において図示せず）とを、それぞれのデ
ータ電極２０毎に備えている。また、走査電極ドライバ１１は、電源回路２２が作成した
電源電圧ＶＳＥＧにもとづいて電源回路（第２の電源回路）１２が作成した非選択電圧Ｖ

ＣＯＭＨと選択電圧ＶＣＯＭＬとしての接地電位とのうちのいずれかを走査電極１０に印
加する走査スイッチ（図１において図示せず）を、それぞれの走査電極１０毎に備えてい
る。
【００３１】
　なお、走査電極ドライバ１１は１チップのＬＳＩで実現可能であり、データ電極ドライ
バ２１も１チップのＬＳＩで実現可能である。さらに、走査電極ドライバ１１とデータ電
極ドライバ２１とを含めた１チップのＬＳＩとして実現してもよい。
【００３２】
　図２は、電源回路１２，２２の一構成例を示すブロック図である。図２には、制御部３
の内部構成例も示されている。図２に例示する構成では、電源回路２２は、昇圧型スイッ



(8) JP 4499472 B2 2010.7.7

10

20

30

40

50

チングレギュレータが用いたスイッチングレギュレータ部２２０を含む。また、電源回路
１２は、可変リニアレギュレータを用いたレギュレータ部１２０を含む。図２に示すシス
テム電源とは、有機ＥＬ表示装置が組み込まれている装置における電源である。電源回路
２２の出力電圧である電源電圧ＶＳＥＧの最大値は例えば２０Ｖであり、システム電源の
電圧は例えば１２Ｖである。
【００３３】
　図２に示すスイッチングレギュレータ部２２０は、コイル（インダクタ）２２３に蓄え
られる電力とシステム電源側からの電力とが重畳されてダイオード２２４および出力コン
デンサ２２５を介して出力される。データ電極ドライバ２１の電源電圧ＶＳＥＧとなる出
力電圧は、トランジスタ２２１の［（オン期間＋オフ期間）／オフ期間］×（入力電圧）
となる。スイッチングレギュレータ部２２０の出力端子と接地電位との間には、制御部３
から出力される制御データに応じて抵抗値が変化する電子ボリューム２２６と抵抗値固定
の抵抗２２７とが接続されている。抵抗２２７に印加される電圧が、トランジスタ２２１
のオンオフ時間を制御する電源制御回路２２２に、フィードバック電圧Ｖｆｂとして入力
される。
【００３４】
　電源制御回路２２２は、例えば、フィードバック電圧Ｖｆｂの値に応じてパルス幅が変
化するパルスをトランジスタ２２１に出力するＰＷＭ回路である。ＰＷＭ回路は、例えば
、三角波発生器と、三角波発生器が発生する三角波を入力電圧としフィードバック電圧Ｖ

ｆｂを基準電圧とするコンパレータとを含む。そこで、フィードバック電圧Ｖｆｂを基準
電圧Ｖｒｅｆということがある。ＰＷＭ回路は、フィードバック電圧Ｖｆｂの値が下がる
と、トランジスタ２２１のオン期間を長くしてフィードバック電圧Ｖｆｂの値を上げるよ
うに、パルス信号のオン期間を長くする。また、フィードバック電圧Ｖｆｂの値が上がる
と、トランジスタ２２１のオン期間を短くしてフィードバック電圧Ｖｆｂの値を下げるよ
うに、パルス信号のオン期間を短くする。そして、コンパレータの出力がトランジスタ２
２１のゲートに印加される。
【００３５】
　制御部３は、ＭＰＵなどで構成される制御回路３１と、制御回路３１が参照するＲＯＭ
テーブルであるデータ電極用ＬＵＴ３２（ＬＵＴ：ルックアップテーブル、以下、ＬＵＴ
１という。）および走査電極用ＬＵＴ３３（以下、ＬＵＴ２という。）とを含む。なお、
制御回路３１としてのＭＰＵとして、有機ＥＬ表示装置が組み込まれる装置が有するＭＰ
Ｕを使用することもできる。
【００３６】
　ＬＵＴ１およびＬＵＴ２には、温度データのそれぞれの値に応じたレジスタ値が設定さ
れている。制御回路３１は、Ａ－Ｄ変換器５が出力した温度データに応じたレジスタ値を
ＬＵＴ１から読み出して電子ボリューム２２６に与える。電子ボリューム２２６は、レジ
スタ値に応じた抵抗値を呈するように形成されている。また、制御回路３１は、Ａ－Ｄ変
換器５が出力した温度データに応じたレジスタ値をＬＵＴ２から読み出して電子ボリュー
ム１２６に与える。電子ボリューム１２６は、レジスタ値に応じた抵抗値を呈するように
形成されている。
【００３７】
　ＬＵＴ１には、温度データが高い温度を示すほど、電子ボリューム２２６の抵抗値を低
くするようなレジスタ値が設定されている。また、ＬＵＴ２には、温度データが高い温度
を示すほど、電子ボリューム１２６の抵抗値を低くするようなレジスタ値が設定されてい
る。
【００３８】
　電源回路２２において、トランジスタ２２１のオン期間とオフ期間とは、出力電圧が電
子ボリューム２２６と抵抗２２７とで分圧された電圧であるフィードバック電圧Ｖｆｂで
決まる。温度が上昇して電子ボリューム２２６の抵抗値が低下すると、電子ボリューム２
２６の抵抗値と比較した場合の抵抗２２７の抵抗値が相対的に高くなる（絶対値が変わる
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わけではない）ので、フィードバック電圧Ｖｆｂの値が高くなってトランジスタ２２１の
オン期間は短くなりオフ期間は長くなる。その結果、出力電圧（すなわちＶＳＥＧ）が低
下する。出力電圧の低下に伴って、抵抗２２７に印加される電圧（すなわちフィードバッ
ク電圧Ｖｆｂ）は低くなって、結局、温度変化前の値に落ち着く。つまり、温度上昇に起
因して電子ボリューム２２６の抵抗値が下げられると、フィードバック電圧Ｖｆｂの値を
一定に保つように、トランジスタ２２１の出力電圧（すなわちＶＳＥＧ）が低下する。逆
に、温度低下に起因して電子ボリューム２２６の抵抗値が上げられると、フィードバック
電圧Ｖｆｂの値を一定に保つように、トランジスタ２２１の出力電圧（すなわちＶＳＥＧ

）が上昇する。
【００３９】
　電源回路１２におけるレギュレータ部１２０は、電源回路２２におけるスイッチングレ
ギュレータ部２２０と同様に、温度上昇に起因して電子ボリューム１２６の抵抗値が下げ
られると、フィードバック電圧の値を一定に保つように、出力電圧（すなわちＶＣＯＭＨ

）を低下させる。逆に、温度低下に起因して電子ボリューム１２６の抵抗値が上げられる
と、フィードバック電圧の値を一定に保つように、出力電圧を上昇させる。なお、電源回
路１２におけるスイッチングレギュレータ部１２０の入力電圧は、電源回路２２の出力電
圧であるＶＳＥＧでなくてもよい。例えば、システム電源から入力電圧の供給を受けるよ
うにしてもよい。また、図２に示す可変リニアレギュレータに代えて、降圧型スイッチン
グレギュレータを使用することもできる。
【００４０】
　次に、図３～図５の説明図および図６のフローチャートを参照して、駆動装置の動作を
説明する。図３は、有機ＥＬパネル１の温度に応じて制御される電源電圧ＶＳＥＧおよび
非選択電圧ＶＣＯＭＨのそれぞれの値の一例を示す説明図である。図４は、ＬＵＴ１およ
びＬＵＴ２に設定されているレジスタ値の一例を示す説明図である。図４において、温度
の単位は℃である。図５は、レジスタ値に応じた電子ボリューム２２６の抵抗値（図５に
おいてＥＶ１）および電子ボリューム１２６の抵抗値（図５においてＥＶ２）と、電源回
路２２の出力電圧（すなわち電源電圧ＶＳＥＧ）および電源回路１２の出力電圧（すなわ
ち非選択電圧ＶＣＯＭＨ）との関係の一例を示す説明図である。図５において、温度の単
位は℃であり、電源電圧ＶＳＥＧおよび非選択電圧ＶＣＯＭＨの単位はＶ（ボルト）であ
る。なお、図２に示す抵抗１２７，２２７の抵抗値は、一例として、いずれも９．１ｋΩ
であるとする。
【００４１】
　制御回路３１は、図４に例示されたような温度に応じたレジスタ値が設定されているＬ
ＵＴ１およびＬＵＴ２から、温度データが示す温度に対応するレジスタ値を読み出す。そ
して、ＬＵＴ１から読み出したレジスタ値を電子ボリューム２２６に対して出力し、ＬＵ
Ｔ２から読み出したレジスタ値を電子ボリューム１２６に対して出力する。電子ボリュー
ム２２６の抵抗値は、入力されたレジスタ値に応じて図５においてＥＶ１として示されて
いる抵抗値になる。また、電子ボリューム１２６の抵抗値は、入力されたレジスタ値に応
じて図５においてＥＶ２として示されている抵抗値になる。なお、電子ボリューム１２６
，２２６において、新たにレジスタ値が入力されるまで、抵抗値は変わらない。電源回路
２２は、電子ボリューム２２６の抵抗値に応じて、出力電圧（電源電圧ＶＳＥＧ）を図５
に例示されているように変更する。また、電源回路１２は、電子ボリューム１２６の抵抗
値に応じて、出力電圧（非選択電圧ＶＣＯＭＨ）を図５に例示されているように変更する
。
【００４２】
　具体的には、制御回路３１は、図６に示すように、まず、Ａ－Ｄ変換器５を介して温度
センサが検出した温度を温度データとして入力する（ステップＳ１）。そして、入力した
温度データに応じたレジスタ値（図４参照）をＬＵＴ１から読み出し（ステップＳ２）、
読み出したレジスタ値を電子ボリューム２２６に出力する（ステップＳ３）。電源回路２
２は、上述したように、出力電圧を、電子ボリューム２２６の抵抗値に応じた値にする。
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また、制御回路３１は、入力した温度データに応じたレジスタ値（図４参照）をＬＵＴ２
から読み出し（ステップＳ４）、読み出したレジスタ値を電子ボリューム１２６に出力す
る（ステップＳ５）。電源回路１２は、上述したように、出力電圧を、電子ボリューム１
２６の抵抗値に応じた値にする。
【００４３】
　その後、制御回路３１は、Ａ－Ｄ変換器５から温度データを随時入力し（ステップＳ６
）、温度データから、温度が温度ステップの境界を越えたことを検出したら（ステップＳ
７）、ステップＳ８以降の処理を実行する。温度ステップの境界とは、図４および図５に
示す例では、温度として示されている５℃毎の値である。例えば、ステップＳ７において
、温度が温度ステップの境界を越えたと検出される前の温度が２２℃であるならば、温度
データが示す温度が２０℃以下になったとき、または、２５℃を越えたときに、制御回路
３１は、温度が温度ステップの境界を越えたと判断する。
【００４４】
　ステップＳ８では、入力した温度データに応じたレジスタ値をＬＵＴ１から読み出し、
読み出したレジスタ値を電子ボリューム２２６に出力する（ステップＳ９）。よって、電
源回路２２は、出力電圧を、新たな電子ボリューム２２６の抵抗値に応じた値に変更する
。また、制御回路３１は、入力した温度データに応じたレジスタ値をＬＵＴ２から読み出
し（ステップＳ１０）、読み出したレジスタ値を電子ボリューム１２６に出力する（ステ
ップＳ１１）。よって、電源回路１２は、出力電圧を、新たな電子ボリューム１２６の抵
抗値に応じた値に変更する。その後、ステップＳ６に戻る。
【００４５】
　以上のような制御回路３１の制御によって、例えば図３に示す曲線に沿った電源電圧Ｖ

ＳＥＧがデータ電極ドライバ２１における定電流回路に供給され、非選択電圧ＶＣＯＭＨ

が走査電極ドライバ１１における走査スイッチに供給される。図３に示すように、非選択
電圧ＶＣＯＭＨを表す曲線は、図１０に示す従来の場合とは異なり、電源電圧ＶＳＥＧを
表す曲線に沿っていない。すなわち、電源電圧ＶＳＥＧと非選択電圧ＶＣＯＭＨとの差は
一定ではない。本実施の形態では、駆動回路や有機ＥＬパネル１の特性に応じてＬＵＴ１
およびＬＵＴ２のレジスタ値を設定しておくことによって、定電流回路に供給される電源
電圧ＶＳＥＧを温度に応じて適切な値に設定できる上に、非選択電圧ＶＣＯＭＨを電源電
圧ＶＳＥＧとは独立して適切な値に設定することができる。
【実施例】
【００４６】
　以下、具体的な実施例を説明する。
（比較例）図７は、従来の駆動方法によって、耐圧２０Ｖで最大許容温度が１２５℃のデ
ータ電極ドライバＩＣを用いたときの有機ＥＬパネル１の周囲温度の変動に応じた電源電
圧ＶＳＥＧを制御する比較例を示す説明図である。図７において、横軸は温度（℃）を示
し、縦軸は電圧（Ｖ）を示す。有機ＥＬ素子の駆動電圧が、温度変動に伴って図７に例示
されたように変化するとし、また、電源電圧ＶＳＥＧは、駆動電圧に対して６Ｖ高い値に
維持されるように制御する場合を例にする。すると、－２０℃以下では、データ電極ドラ
イバＩＣに耐圧２０Ｖ以上の電圧が印加され、動作不良や破壊を引き起こすおそれがある
。また、例えば７０℃以上では、データ電極ドライバＩＣ自体の発熱によってデータ電極
ドライバＩＣの温度が最大許容電圧を越え、動作不良や破壊を引き起こすおそれがある。
具体的には、電源電圧ＶＳＥＧと駆動電圧の差が大きく、かつ、電流量が多い場合に、デ
ータ電極ドライバＩＣの発熱が大きくなるので、動作不良や破壊を引き起こす可能性が高
くなる。
【００４７】
　特に、カーオーディオ装置やインスツルメントパネルなどの車載搭載装置に用いられる
有機ＥＬ装置は高温環境下におかれる可能性がある。そのような高温環境下で車載搭載装
置が起動された場合に、ドライバＩＣの動作不良や破壊に起因して車載搭載装置が正常に
動作しないおそれがある。
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【００４８】
　例えば、－２０～＋８０℃の範囲内で、ドライバＩＣの動作不良や破壊を防止するには
、図７において破線で示すように、－２０℃において電源電圧ＶＳＥＧを２０Ｖとし、電
源電圧ＶＳＥＧが駆動電圧を表す曲線に沿うように制御すればよい。しかし、そのような
制御を行ったのでは、全温度域（－２０～＋８０℃）において、電源電圧ＶＳＥＧと駆動
電圧との差が小さくなって、横帯状の輝度のむらである横クロストーク（以下、単にクロ
ストークという。）が強く生じてしまう。
【００４９】
　有機ＥＬパネル１において、各行を走査して全画素を発光させる場合、選択した走査電
極１０に流れ込む電流は、データ電極数に比例して大きくなる。また、データ電極数が多
いと、その分、各走査電極１０を長くする必要があり、一本の走査電極１０の一端から他
端までの抵抗が大きくなる。よって、走査電極ドライバ１１が選択した走査電極１０の電
位が、本来の選択電圧ＶＣＯＭＬ（例えば、接地電位）よりも高くなる場合がある。
【００５０】
　この場合、データ電極ドライバ２１における定電流回路は、選択行の走査電極１０の電
位が高くなった分、データ電極２０の電位も高くして定電流を流す必要がある。しかし、
走査電極１０の電位上昇が大きくなると、データ電極２０の電位は電源電圧ＶＳＥＧに近
づいていく。そして、定電流回路の駆動能力が飽和すると、データ電極２０の電位を十分
高くすることができなくなる。すると、発光させるべき画素に電流が流れず、所望の発光
輝度が得られなくなる。すなわち、発光させるべき画素数が多い行では発光輝度が低下し
クロストークが発生する。クロストークは、高輝度の有機ＥＬパネルを駆動する場合に、
電流量が多くなるので、より顕著に現れる。従って、データ電極ドライバ２１側の電源電
圧ＶＳＥＧは、駆動電圧に対して、ある程度高い値に維持されることが好ましい。ここで
は、電源電圧ＶＳＥＧは、駆動電圧に対して６Ｖ高い値に維持されることが好ましい場合
を例にした。
【００５１】
　なお、駆動電圧に対して６Ｖ高い値に維持されることが好ましいのは、ドライバオーバ
ヘッドとして４Ｖを見込み、パネル内電圧変動として２Ｖを見込んでいるからである。ド
ライバオーバヘッドおよびパネル内電圧変動は、有機ＥＬパネルの特性やサイズおよび駆
動の仕方（例えば電流量）に応じて変わる。ドライバオーバヘッドとは、データ電極ドラ
イバにおける定電流回路が定電流を安定して流しうるための駆動電圧に対する電源電圧Ｖ

ＳＥＧの差（駆動電圧＜電源電圧ＶＳＥＧ）であり、パネル内電圧変動とは、主として、
走査電極の電位が本来の選択電圧ＶＣＯＭＬ（例えば、接地電位）より高くなる分である
。従って、ドライバオーバヘッドとパネル内電圧変動とを併せて電源余裕値と表現すると
、電源電圧ＶＳＥＧは、駆動電圧に対して電源余裕値以上高い値であることが好ましい。
【００５２】
（例１）図８は、本発明による駆動装置を用いて、耐圧２０Ｖのデータ電極ドライバＩＣ
を用いたときの有機ＥＬパネルの温度の変動に応じた電源電圧ＶＳＥＧの制御する例を示
す説明図である。図８において、横軸は温度（℃）を示し、縦軸は電圧（Ｖ）を示す。ま
た、図７に示す場合と同様に、電源電圧ＶＳＥＧは、駆動電圧に対して６Ｖ高い値に維持
されることが好ましい場合を例にする。
【００５３】
　図８に示すように、有機ＥＬ素子の駆動電圧は、温度の上昇に伴って徐々に減少（漸減
）する。本実施例では、中温域（例えば、２０～６０℃）では、有機ＥＬ素子の駆動電圧
に対して、データ電極ドライバ２１に供給される電源電圧ＶＳＥＧを、電源余裕値である
６Ｖ程度高い値に維持されるように制御する。従って、中温域において、電源電圧ＶＳＥ

Ｇは、駆動電圧の漸減の程度と同程度で漸減する。すなわち、図８において、中温域では
、電源電圧ＶＳＥＧを表す曲線の傾き（傾斜）は、駆動電圧を表す曲線の傾き（傾斜）と
同程度である。換言すれば、有機ＥＬパネル１の温度が中温域にあるときには、データ電
極ドライバ２１に供給される電源電圧ＶＳＥＧを、有機ＥＬ素子の駆動電圧との差を所定
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の電源余裕値以上高い値にし、かつ、温度の変化に伴う駆動電圧の変化の度合に応じて変
化させる。中温域は、常温としての例えば２５℃を含むので、以下、中温域を常温域と表
現する。
【００５４】
　また、常温域よりも高温度の領域である高温域では、常温域における電源電圧ＶＳＥＧ

の漸減の程度よりも、高い程度で、温度上昇に伴って電源電圧ＶＳＥＧを低下させる。す
なわち、有機ＥＬパネル１の温度が常温域よりも高い温度域である高温域にあるときには
、データ電極ドライバ２１に供給される電源電圧ＶＳＥＧを、常温域における温度の変化
に伴う電源電圧ＶＳＥＧの変化の度合に比べて高い度合で変化させる。従って、図８にお
いて、常温域における電源電圧ＶＳＥＧを表す曲線の傾斜に比べて、高温域における曲線
の傾斜は大きくなる。
【００５５】
　さらに、常温域よりも低温度の領域である低温域では、データ電極ドライバ２１に供給
される電源電圧ＶＳＥＧを、耐圧２０Ｖを限度として、温度低下に伴って漸増するように
制御する。従って、図８において、常温域における電源電圧ＶＳＥＧを表す曲線の傾斜に
比べて、低温域における曲線の傾斜は緩やかになり、電源電圧ＶＳＥＧが２０Ｖにまで達
すると、さらに温度が低下しても電源電圧ＶＳＥＧは一定に維持される。なお、ここでは
、常温域と高温域との境界を６０℃とし、常温域と低温域との境界を２０℃とするが、そ
れらの境界は、データ電極ドライバを含むドライバＩＣや有機ＥＬパネルの特性に応じて
変わりうる。従って、常温域と高温域との境界は例えば４０～７０℃の範囲内で設定され
、常温域と低温域との境界は例えば－１０～２０℃の範囲内で設定される。
【００５６】
　電源電圧ＶＳＥＧを図８における実線の曲線が示すように制御した場合には、低温域お
よび高温域においてクロストークが生ずることがある。しかし、常温域ではそのようなこ
とはない。また、高温域では、電源電圧ＶＳＥＧを大きく低下させているので、データ査
電極ドライバ２１の発熱が低減し、データ電極ドライバ２１が動作不良になったり破壊す
る可能性が低減する。さらに、低温域において、耐圧以上の電源電圧ＶＳＥＧがデータ電
極ドライバ２１に印加されることはない。
【００５７】
　図８に示す破線の曲線は、従来技術にもとづく電源電圧ＶＳＥＧの制御例を示す曲線で
あり、図７に示す曲線と同じ状態を示す。電源電圧ＶＳＥＧを図８における破線の曲線が
示すように制御した場合には、データ電極ドライバ２１の動作不良や破壊を防止できるが
、常温域を含む全温度域（－２０～＋８０℃）において、強いクロストークが生じてしま
う。すなわち、本発明によれば、全温度域（－２０～＋８０℃）においてクロストークを
低減できる上に、特に、常温域においてクロストークが生ずることはなく良好な画質を維
持できる。
【００５８】
　また、図８には示されていないが、ＬＵＴ２に設定される各レジスタ値を、電源回路１
２の出力電圧（非選択電圧ＶＣＯＭＨ）の変化が駆動電圧の変化に応じた値になるように
設定することによって、温度の変化に応じた非選択電圧ＶＣＯＭＨの変化のさせ方を、駆
動電圧の変化の仕方と同じようにすることができる。同じようにするとは、温度が変化し
ても、駆動電圧と非選択電圧ＶＣＯＭＨの差を一定にすることである。そのように、非選
択電圧ＶＣＯＭＨの変化を、電源電圧ＶＳＥＧの変化と独立して制御することによって、
有機ＥＬパネル１の周囲温度がどのような温度領域にあっても、ドライバＩＣや有機ＥＬ
パネルの特性に応じて最適な電源電圧ＶＳＥＧを設定できるとともに、非選択電圧ＶＣＯ

ＭＨを最適な値に制御することができる。
【００５９】
　なお、図３に示された例は、第１の電源回路が、有機ＥＬパネル１の温度が常温域にあ
るときには、電源電圧ＶＳＥＧを有機ＥＬ素子１の駆動電圧に対して所定の電源余裕値以
上高い値にし、かつ、温度の変化に伴う駆動電圧の変化に応じて電源電圧ＶＳＥＧを変化
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させ、有機ＥＬパネル１の温度が常温域よりも高い温度域である高温域にあるときには、
常温域における周囲温度の変化に伴う電源電圧ＶＳＥＧの変化の度合に比べて高い度合で
変化させた電源電圧ＶＳＥＧを作成するように、電子ボリューム２２６が設定されるべき
抵抗値を示すレジスタ値が、各々の温度毎に設定されたＬＵＴ１と、温度の変化に伴う駆
動電圧の変化に応じて変化する非選択電圧ＶＣＯＭＨを電源回路１２が作成するように、
電子ボリューム１２６が設定されるべき抵抗値を示すレジスタ値が、各々の温度毎に設定
されているＬＵＴ２とが用いられた場合の例でもある。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】駆動装置を有機ＥＬパネルとともに示すブロック図。
【図２】電源回路の一構成例を示すブロック図。
【図３】温度と電源電圧ＶＳＥＧおよび非選択電圧ＶＣＯＭＨとの関係の一例を示す説明
図。
【図４】ＬＵＴの構成例を示す説明図。
【図５】ＬＵＴのレジスタ値と電源電圧ＶＳＥＧおよび非選択電圧ＶＣＯＭＨとの関係の
一例を示す説明図。
【図６】温度補償制御を示すフローチャート。
【図７】有機ＥＬパネルの温度の変動に応じた電源電圧ＶＳＥＧの制御の比較例を示す説
明図。
【図８】有機ＥＬパネルの温度の変動に応じた電源電圧ＶＳＥＧの制御例を示す説明図。
【図９】従来の有機ＥＬ表示装置の駆動装置を示すブロック図。
【図１０】従来の温度と電源電圧ＶＳＥＧおよび非選択電圧ＶＣＯＭＨとの関係を示す説
明図。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　　有機ＥＬパネル
　３　　　制御部
　４　　　温度センサ
　５　　　Ａ－Ｄ変換器
　１０　　走査電極
　１１　　走査電極ドライバ
　１２　　電源回路
　２０　　データ電極
　２１　　データ電極ドライバ
　２２　　電源回路
　３０　　有機ＥＬ素子
　３１　　制御回路
　３２　　ＬＵＴ（データ電極用ＬＵＴ）
　３３　　ＬＵＴ（走査電極用ＬＵＴ）
　１２０　レギュレータ部
　２２０　スイッチングレギュレータ部
　１２６，２２６　電子ボリューム
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